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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ＯＬＥＤ表示基板であって、
ベース基板に位置する薄膜トランジスタアレイ層と、第１電極と、複数のサブ画素領域を
画定する画素画定層と、有機発光層と、第２電極とを含み、
サブ画素を取り囲む領域に反射構造が設置されており、
前記反射構造は、前記有機発光層から発せられたエスケープコーンの外の光線を反射可能
であり、少なくとも一部の前記光線を前記エスケープコーンに入射させ、
サブ画素を取り囲む領域に溝構造が形成されており、
前記反射構造は、前記溝構造の側壁に形成された反射層であり、
前記薄膜トランジスタアレイ層は前記サブ画素を取り囲む領域に開口が設置されており、
前記開口に一部の前記画素画定層があることを特徴とするＯＬＥＤ表示基板。
【請求項２】
前記溝構造は前記画素画定層に形成され、
前記溝構造の深さは前記画素画定層の厚さよりも大きくないことを特徴とする請求項１に
記載のＯＬＥＤ表示基板。
【請求項３】
前記サブ画素を取り囲む領域に、前記薄膜トランジスタアレイ層と、前記薄膜トランジス
タアレイ層に位置する画素画定層とが形成されており、
前記溝構造は、サブ画素を取り囲む領域の前記薄膜トランジスタアレイ層と前記画素画定
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層とからなる積層構造に形成され、
前記溝構造の深さは、前記画素画定層の厚さよりも大きく且つ前記画素画定層と前記薄膜
トランジスタアレイ層の厚さの和よりも大きくないことを特徴とする請求項１に記載のＯ
ＬＥＤ表示基板。
【請求項４】
前記サブ画素を取り囲む領域に、前記薄膜トランジスタアレイ層と、前記薄膜トランジス
タアレイ層に位置する画素画定層とが形成されており、
前記溝構造は、前記サブ画素を取り囲む領域の前記ベース基板と前記薄膜トランジスタア
レイ層と前記画素画定層とからなる積層構造に形成され、
前記溝構造の深さは、前記薄膜トランジスタアレイ層と前記画素画定層の厚さの和よりも
大きく且つ前記画素画定層と前記薄膜トランジスタアレイ層と前記ベース基板の厚さの和
よりも小さいことを特徴とする請求項１に記載のＯＬＥＤ表示基板。
【請求項５】
前記第１電極は透明電極であり、前記第２電極は反射金属電極であり、前記反射層と前記
第２電極とは同じ材料を採用して作られていることを特徴とする請求項１乃至４のいずれ
か一項に記載のＯＬＥＤ表示基板。
【請求項６】
前記反射層は、前記薄膜トランジスタアレイ層との間で第１角度をなす第１部分と、前記
画素画定層との間で第２角度をなす第２部分とを含み、
前記第１角度と前記第２角度とは異なることを特徴とする請求項３又は４に記載のＯＬＥ
Ｄ表示基板。
【請求項７】
前記反射層は、それ自体の延長方向に垂直な断面がＶ字形又は台形であることを特徴とす
る請求項１乃至４のいずれか一項に記載のＯＬＥＤ表示基板。
【請求項８】
請求項１乃至７のいずれか一項に記載のＯＬＥＤ表示基板を含む表示装置。
【請求項９】
ＯＬＥＤ表示基板の製造方法であって、
ベース基板に薄膜トランジスタアレイ層と、第１電極と、複数のサブ画素領域を画定する
画素画定層と、有機発光層と、第２電極とを逐次的に形成するステップを含み、
前記製造方法は、
サブ画素を取り囲む領域の反射構造を形成するステップを更に含み、
前記反射構造は、前記有機発光層から発せられたエスケープコーンの外の光線を反射可能
であり、少なくとも一部の前記光線を前記エスケープコーンに入射させ、
前記薄膜トランジスタアレイ層を形成するステップは、前記サブ画素を取り囲む領域に開
口を有する前記薄膜トランジスタアレイ層を形成するステップを更に含み、
前記開口に一部の前記画素画定層があることを特徴とするＯＬＥＤ表示基板の製造方法。
【請求項１０】
前記反射構造を形成するステップは、
前記サブ画素を取り囲む領域の溝構造を形成し、前記溝構造の側壁に反射層を形成するス
テップを含むことを特徴とする請求項９に記載のＯＬＥＤ表示基板の製造方法。
【請求項１１】
前記反射層を形成するステップは、
一回工程を通じて前記第２電極及び前記反射層を形成するステップを含むことを特徴とす
る請求項１０に記載のＯＬＥＤ表示基板の製造方法。
【請求項１２】
前記反射層を形成するステップは、
前記薄膜トランジスタアレイ層との間で第１角度をなす反射層の第１部分と、前記画素画
定層との間で第２角度をなす反射層の第２部分とを形成するステップを含み、
前記第１角度と前記第２角度とは異なることを特徴とする請求項１０に記載のＯＬＥＤ表
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示基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願の相互参照
　本出願は、２０１７年６月３０日に中国特許庁に提出された中国特許出願第２０１７１
０５２４５１５．５号の優先権を主張し、その全ての内容が援用により本出願に取り込ま
れる。
【０００２】
　本開示は、表示技術に関し、特に、ＯＬＥＤ表示基板及びその製造方法、表示装置に関
する。
【背景技術】
【０００３】
　ＯＬＥＤ（有機電界発光ダイオード）素子を構成する各膜層は、有機発光（ｏｒｇａｎ
ｉｃ　Ｅｌｅｃｔｒｏｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ、ＯＥＬ）層、透明電極及び基板等の材
料膜層を含み、これらの膜層の屈折率はいずれも空気の屈折率よりも高い。全反射が原因
で、有機発光層から発せられた光線の中で、設定出射方向において各界面の入射角が全反
射角より小さい部分のみが直接出射されることができる。ある一つの発光ポイント（又は
セカンダリの光源ポイント）は、各膜層界面から出射された光線方向の角度を経て一つの
錐形を構成できるが、この錐形はエスケープコーン（ｅｓｃａｐｅ　ｃｏｎｅ）と称され
る。ボトムエミッション（Ｂｏｔｔｏｍ　Ｅｍｉｓｓｉｏｎ、ＢＥ）モードのＯＬＥＤ素
子において、光線方向がエスケープコーン以内にある光線は直接出射でき、光線方向がエ
スケープコーン以外にある部分は異なる界面で全反射が起こり、ウェーブガイド（Ｗａｖ
ｅ　Ｇｕｉｄｅ）モードで相応する膜層を伝送される。これらのウェーブガイドモードの
光線の比率は通常出射された光線より大きく、ＯＬＥＤ素子の出光効率の向上に深刻な影
響を与えている。
【発明の概要】
【０００４】
　本開示は、ＯＬＥＤ表示装置の出光効率を向上させることのできるＯＬＥＤ表示基板及
びその製造方法、表示装置を提供する。
【０００５】
　一方面において、本開示は、少なくとも一つの実施例においてＯＬＥＤ表示基板を提供
する。前記ＯＬＥＤ表示基板は、ベース基板に位置する薄膜トランジスタアレイ層と、第
１電極と、複数のサブ画素領域を画定する画素画定層と、有機発光層と、第２電極とを含
み、サブ画素を取り囲む領域に反射構造が設置されており、前記反射構造は、前記有機発
光層から発せられたエスケープコーンの外の光線を反射可能であり、少なくとも一部の前
記光線を前記エスケープコーンに入射させる。
【０００６】
　幾つかの選択可能な実施例において、サブ画素を取り囲む領域に溝構造が形成されてお
り、前記反射構造は、前記溝構造の側壁に形成された反射層である。
【０００７】
　幾つかの選択可能な実施例において、前記溝構造は前記画素画定層に形成され、前記溝
構造の深さは前記画素画定層の厚さよりも大きくない。
【０００８】
　幾つかの選択可能な実施例において、前記サブ画素を取り囲む領域に前記薄膜トランジ
スタアレイ層と、前記薄膜トランジスタアレイ層に位置する画素画定層とが形成されてお
り、前記溝構造は、サブ画素を取り囲む領域の前記薄膜トランジスタアレイ層と前記画素
画定層とからなる積層構造に形成され、前記溝構造の深さは、前記画素画定層の厚さより
も大きく且つ前記画素画定層と前記薄膜トランジスタアレイ層の厚さの和よりも大きくな
い。
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【０００９】
　幾つかの選択可能な実施例において、前記サブ画素を取り囲む領域に前記薄膜トランジ
スタアレイ層と、前記薄膜トランジスタアレイ層に位置する画素画定層とが形成されてお
り、前記溝構造は、前記サブ画素を取り囲む領域の前記ベース基板と前記薄膜トランジス
タアレイ層と前記画素画定層とからなる積層構造に形成され、前記溝構造の深さは、前記
薄膜トランジスタアレイ層と前記画素画定層の厚さの和よりも大きく且つ前記画素画定層
と前記薄膜トランジスタアレイ層と前記ベース基板の厚さの和よりも小さい。
【００１０】
　幾つかの選択可能な実施例において、前記第１電極は透明電極であり、前記第２電極は
反射金属電極であり、前記反射層と前記第２電極とは同じ材料を採用して作られている。
【００１１】
　幾つかの選択可能な実施例において、前記薄膜トランジスタアレイ層は前記サブ画素を
取り囲む領域に開口が設置されており、前記開口に一部の前記画素画定層がある。
【００１２】
　幾つかの選択可能な実施例において、前記反射層は、前記薄膜トランジスタアレイ層と
の間で第１角度をなす第１部分と、前記画素画定層との間で第２角度をなす第２部分とを
含み、前記第１角度と前記第２角度とは異なる。
【００１３】
　幾つかの選択可能な実施例において、前記反射層は、それ自体の延長方向に垂直な断面
がＶ字形又は台形である。
【００１４】
　本開示の実施例は、上記のような表示基板を含む表示装置を更に提供する。
【００１５】
　本開示の実施例は、ＯＬＥＤ表示基板の製造方法を更に提供する。前記ＯＬＥＤ表示基
板の製造方法は、ベース基板に薄膜トランジスタアレイ層と、第１電極と、複数のサブ画
素領域を画定する画素画定層と、有機発光層と、第２電極とを逐次的に形成するステップ
を含み、前記方法は、サブ画素を取り囲む領域の反射構造を形成するステップを更に含み
、前記反射構造は、前記有機発光層から発せられたエスケープコーンの外の光線を反射可
能であり、少なくとも一部の前記光線を前記エスケープコーンに入射させる。
【００１６】
　幾つかの選択可能な実施例において、前記薄膜トランジスタアレイ層を形成するステッ
プは、前記サブ画素を取り囲む領域に開口を有する前記薄膜トランジスタアレイ層を形成
するステップを更に含む。
【００１７】
　幾つかの選択可能な実施例において、前記反射構造を形成するステップは、前記サブ画
素を取り囲む領域の溝構造を形成し、前記溝構造の側壁に反射層を形成するステップを含
む。
【００１８】
　幾つかの選択可能な実施例において、前記反射層を形成するステップは、一回工程を通
じて前記第２電極及び前記反射層を形成するステップを含む。
【００１９】
　幾つかの選択可能な実施例において、前記反射層を形成するステップは、前記薄膜トラ
ンジスタアレイ層との間で第１角度をなす反射層の第１部分と、前記画素画定層との間で
第２角度をなす反射層の第２部分とを形成するステップを含み、前記第１角度と前記第２
角度とは異なる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】ボトムエミッション型ＯＬＥＤ表示素子から発せられた光の損耗の模式図である
。
【図２】ボトムエミッション型ＯＬＥＤ表示素子から発せられた光が内部を伝播されるの
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を示す模式図である。
【図３】ボトムエミッション型ＯＬＥＤ表示素子から発せられた光の伝播及び消散の模式
図である。
【図４】本開示の幾つかの選択可能な実施例に係るＯＬＥＤ表示基板の構造の模式図及び
光線伝播の模式図である。
【図５】本開示の幾つかの選択可能な実施例に係るＯＬＥＤ表示基板の構造の模式図及び
光線伝播の模式図である。
【図６】本開示の幾つかの選択可能な実施例に係るＯＬＥＤ表示基板の製造フローの模式
図である。
【図７】本開示の幾つかの選択可能な実施例に係るＯＬＥＤ表示基板の製造フローの模式
図である。
【図８】本開示の幾つかの選択可能な実施例に係るＯＬＥＤ表示基板の構造の模式図及び
光線伝播の模式図である。
【図９】本開示の幾つかの選択可能な実施例に係るＯＬＥＤ表示基板の製造フローの模式
図である。
【図１０】本開示の幾つかの選択可能な実施例に係るＯＬＥＤ表示基板の製造フローの模
式図である。
【図１１】本開示の幾つかの選択可能な実施例に係るＯＬＥＤ表示基板の製造フローの模
式図である。
【図１２】本開示の幾つかの選択可能な実施例に係るＯＬＥＤ表示基板の製造フローの模
式図である。
【図１３】本開示の幾つかの選択可能な実施例に係るＯＬＥＤ表示基板の製造フローの模
式図である。
【図１４】本開示の幾つかの選択可能な実施例に係るＯＬＥＤ表示基板の製造フローの模
式図である。
【図１５】本開示の幾つかの選択可能な実施例に係るＯＬＥＤ表示基板の製造フローの模
式図である。
【図１６】本開示の幾つかの選択可能な実施例に係るＯＬＥＤ表示基板の製造フローの模
式図である。
【図１７】本開示の幾つかの選択可能な実施例に係るＯＬＥＤ表示基板の構造の模式図及
び光線伝播の模式図である。
【図１８】本開示の幾つかの選択可能な実施例に係るＯＬＥＤ表示基板の製造フローの模
式図である。
【図１９】本開示の幾つかの選択可能な実施例に係るＯＬＥＤ表示基板の構造の模式図及
び光線伝播の模式図である。
【図２０】本開示の別の実施形態に係るＯＬＥＤ表示基板の構造の模式図及び光線伝播の
模式図である。
【図２１】本開示の別の実施形態に係るＯＬＥＤ表示基板の構造の模式図及び光線伝播の
模式図である。
【符号の説明】
【００２１】
１　ベース基板
２　透明電極
３　有機発光層
４　反射金属電極
５　薄膜トランジスタアレイ層
６　画素画定層
７　反射層
Ａ、Ａ１、Ａ２、Ａ３　エスケープコーン
【発明を実施するための形態】
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【００２２】
　本開示の実施例が解決しようとする技術課題、技術方案及び利点をより明らかにするた
めに、以下では、添付図面及び具体的な実施例と併せて詳細に記述することにする。
【００２３】
　ＢＥモードのＯＬＥＤ表示素子の関連膜層の構造は相対的に複雑であるが、まず、画素
の周辺には、画素発光領域を画定する画素画定層（Ｐｉｘｅｌ　Ｄｅｆｉｎｅ　Ｌａｙｅ
ｒ、ＰＤＬ）がある。ＰＤＬの対応領域は、電流が通過しないため、発光しない。ＰＤＬ
材料の屈折率は、通常ＯＥＬＤ発光材料に近いため、有機発光層が発生した光は、有機発
光層及び透明電極膜層の端末でＰＤＬ層に入射して伝播される。次に、ＯＬＥＤ画素構造
に薄膜トランジスタアレイ層が更に含まれ、有機発光層が発生した光は、さらに薄膜トラ
ンジスタアレイ層に入射して伝播されることがある。これらの光線は、ＰＤＬ層及び薄膜
トランジスタアレイ層の伝送過程で損耗が発生し、有効表示出射光線になることができな
い。図１及び図２から分かるように、有機発光層３から発せられた光は、さらにベース基
板１と空気の間の界面で反射が起こり、さらに透明電極２とベース基板１の間の界面で反
射が起こって、さらに有効表示出射光線を低減する。
【００２４】
　図２及び図３に示すように、ＢＥモードのＯＬＥＤ表示素子の有機発光層３から発せら
れた光線の中で、設定出光方向において各界面に対する入射角が全反射角（エスケープコ
ーンＡ内）よりも小さい光線のみが設定出光面から直接出射されることができる。方向が
エスケープコーンＡの外である光線は全反射が原因で、有機発光層／透明電極モード光、
薄膜トランジスタアレイ層モード光、ベース基板モード光等を含むウェーブガイドモード
光になって、各々の関連膜層内で伝送されて、結果的に消散される。ウェーブガイドモー
ド光の伝送及び消散は、ＯＬＥＤ表示素子の出光効率を低下させる。
【００２５】
　本開示の実施例は、上記の問題点に対して、ＯＬＥＤ表示装置の出光効率を向上させる
ことのできるＯＬＥＤ表示基板及びその製造方法、表示装置を提供する。
【００２６】
　本開示の実施例は、画素の有機発光層周辺のＰＤＬ層、薄膜トランジスタアレイ層等の
膜層構造に反射構造を製造し、その中で伝播されるウェーブガイドモード光線を切り取っ
て反射転向させ、反射面の勾配角を選び取ることで、反射転向を経た光線の方向が全体的
に設定された出射方向を指すようにし、そのうち、一部の光線の方向はエスケープコーン
の角度範囲に入り、ウェーブガイドモードを逸脱して表示有効方向に出射される。本開示
の実施例は、ＢＥモードのＯＬＥＤ表示素子の出光効率を著しく向上させることができる
。
【００２７】
　本開示の実施例は、ＯＬＥＤ表示基板を提供する。前記ＯＬＥＤ表示基板は、ベース基
板に位置する薄膜トランジスタアレイ層と、第１電極と、複数のサブ画素領域を画定する
画素画定層と、有機発光層と、第２電極とを含み、サブ画素を取り囲む領域に反射構造が
設置されており、前記反射構造は、前記有機発光層から発せられたエスケープコーンの外
の光線を反射可能であり、少なくとも一部の前記光線をエスケープコーンに入射させる。
【００２８】
　本実施例において、サブ画素を取り囲む領域に反射構造が設置されており、反射構造は
、有機発光層から発せられたエスケープコーンの外の光線を反射可能であり、そのうち少
なくとも一部の光線がエスケープコーンの角度範囲に入射し、ウェーブガイドモードを逸
脱して表示有効方向に出射できるようにする。これにより、ＢＥモードのＯＬＥＤ表示装
置の出光効率を著しく向上させることができる。
【００２９】
　具体的に、サブ画素を取り囲む領域に溝構造が形成されており、前記反射構造は、前記
溝構造の側壁に形成された反射層である。
【００３０】
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　具体的な一実施例において、前記溝構造は前記画素画定層に形成され、前記溝構造の深
さは前記画素画定層の厚さよりも大きくない。
【００３１】
　別の具体的な実施例において、サブ画素を取り囲む領域に、前記薄膜トランジスタアレ
イ層と、前記薄膜トランジスタアレイ層に位置する画素画定層とが形成されており、前記
溝構造は、サブ画素を取り囲む領域の前記薄膜トランジスタアレイ層と前記画素画定層と
からなる積層構造に形成され、前記溝構造の深さは、前記画素画定層の厚さよりも大きく
且つ前記画素画定層と前記薄膜トランジスタアレイ層の厚さの和よりも大きくない。
【００３２】
　別の具体的な実施例において、サブ画素を取り囲む領域に、前記薄膜トランジスタアレ
イ層と、前記薄膜トランジスタアレイ層に位置する画素画定層とが形成されており、前記
溝構造は、サブ画素を取り囲む領域の前記ベース基板と前記薄膜トランジスタアレイ層と
前記画素画定層とからなる積層構造に形成され、前記溝構造の深さは、前記薄膜トランジ
スタアレイ層と前記画素画定層の厚さの和よりも大きく且つ前記画素画定層と前記薄膜ト
ランジスタアレイ層と前記ベース基板の厚さの和よりも小さい。
【００３３】
　幾つかの選択可能な実施例において、前記第１電極は透明電極であり、前記第２電極は
反射金属電極であり、前記反射層と前記第２電極とは同じ材料を採用して作られている。
このように、反射層は第２電極と一回フォトリソグラフィ工程を通じて同時に形成される
ことができ、表示基板を製造するフォトリソグラフィ工程の回数を減少できる。
【００３４】
　幾つかの選択可能な実施例において、前記薄膜トランジスタアレイ層はサブ画素を取り
囲む領域に開口が設置されており、前記開口に一部の前記画素画定層がある。
【００３５】
　幾つかの選択可能な実施例において、前記反射層は、前記薄膜トランジスタアレイ層と
の間で第１角度をなす第１部分と、前記画素画定層との間で第２角度をなす第２部分とを
含み、前記第１角度と前記第２角度とは異なる。
【００３６】
　具体的に、前記反射層は、それ自体の延長方向に垂直な断面がＶ字形又は台形である。
【００３７】
　本開示の実施例は、上記のような表示基板を含む表示装置を更に提供する。前記表示装
置は、テレビ、ディスプレイ、デジタルフォトフレーム、携帯電話、タブレットＰＣ等の
いかなる表示機能を有する製品又は部品であって良く、前記表示装置は、フレキシブル回
路基板と、プリント回路基板と、バックボードとを更に含む。
【００３８】
　本開示の実施例は、ＯＬＥＤ表示基板の製造方法を更に提供する。前記ＯＬＥＤ表示基
板の製造方法は、ベース基板に薄膜トランジスタアレイ層と、第１電極と、複数のサブ画
素領域を画定する画素画定層と、有機発光層と、第２電極とを逐次的に形成するステップ
を含み、サブ画素を取り囲む領域の反射構造を形成するステップを更に含み、前記反射構
造は、前記有機発光層から発せられたエスケープコーンの外の光線を反射可能であり、少
なくとも一部の前記光線をエスケープコーンに入射させる。
【００３９】
　本実施例において、サブ画素を取り囲む領域の反射構造を形成し、反射構造は、有機発
光層から発せられたエスケープコーンの外の光線を反射可能であり、そのうち少なくとも
一部の光線がエスケープコーンの角度範囲に入射し、ウェーブガイドモードを逸脱して表
示有効方向に出射できるようにする。これにより、ＢＥモードのＯＬＥＤ表示装置の出光
効率を著しく向上させることができる。
【００４０】
　幾つかの選択可能な実施例において、前記薄膜トランジスタアレイ層を形成するステッ
プは、サブ画素を取り囲む領域に開口を有する前記薄膜トランジスタアレイ層を形成する
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ステップを更に含む。
【００４１】
　幾つかの選択可能な実施例において、前記反射構造を形成するステップは、サブ画素を
取り囲む領域の溝構造を形成し、前記溝構造の側壁に反射層を形成するステップを含む。
【００４２】
　幾つかの選択可能な実施例において、前記反射層を形成するステップは、一回工程を通
じて前記第２電極及び前記反射層を形成するステップを含む。このように、表示基板を製
造するフォトリソグラフィ工程の回数を減少できる。
【００４３】
　幾つかの選択可能な実施例において、前記反射層を形成するステップは、前記薄膜トラ
ンジスタアレイ層との間で第１角度をなす反射層の第１部分と、前記画素画定層との間で
第２角度をなす反射層の第２部分とを形成するステップを含み、前記第１角度と前記第２
角度とは異なる。
【００４４】
　以下、添付図面と併せて本開示の技術方案を具体的に紹介する。
【００４５】
　幾つかの選択可能な実施例において、図４に示すように、表示基板のサブ画素を取り囲
む領域の画素画定層６に溝構造が形成され、溝構造の深さは画素画定層６の厚さに等しく
て良い。溝構造の側壁に反射層７が形成され、溝構造の側壁勾配角θは、画素画定層内の
ウェーブガイドモード光が反射転向を経た後、できるだけ多くの部分がエスケープコーン
Ａ２に入射して出射モード光になる原理に従って選び取られる。ここで、溝構造の深さは
、画素画定層６の厚さよりも大きいか又はそれよりも小さくても良く、詳細は後述する実
施例の討論を参照することにする。
【００４６】
　反射構造を製造しないと、有機発光層３から発せられた光線のうちエスケープコーンＡ
１内の光線のみが出射モード光になることができる。反射構造を製造した後、一部の有機
発光層／透明電極（即ち、陽極）モード光は、まず有機発光層３及び透明電極２の端末で
画素画定層６に入射してから、画素画定層６内を伝送して反射層７に入射して反射転向を
経て、転向された後、一部の光線はエスケープコーンＡ２に入射して出射モード光になり
、ＯＬＥＤ表示素子の出光効率を向上させることができる。
【００４７】
　表示基板を製造する時、ベース基板１に画素画定層６を製造し、フォトリソグラフィ工
程を通じて画素画定層６により画定される画素開口領域を形成する時、同期的に画素開口
領域の周辺領域の画素画定層６の膜層に溝構造を形成し、その後は常規の工程に従って有
機発光層膜層を製造し、反射電極（即ち、陰極）を製造するとともに、溝構造の側壁に反
射層７を形成する。
【００４８】
　幾つかの選択可能な実施例において、図５に示すように、隣接したサブ画素領域の間に
ベース基板１の直上に位置する画素画定層６が形成され、サブ画素の周辺領域には薄膜ト
ランジスタアレイ層５が設置されず、サブ画素を取り囲む領域の画素画定層６に溝構造が
形成され、溝構造の深さは画素画定層６の厚さに等しい。溝構造の側壁に反射層７が形成
され、溝構造の側壁勾配角θは、画素画定層内のウェーブガイドモード光が反射転向を経
た後、できるだけ多くの部分がエスケープコーンＡ２に入射して出射モード光になる原理
に従って選び取られる。
【００４９】
　本実施例の表示基板は、薄膜トランジスタアレイ層モード光がなく、ウェーブガイドモ
ード光は、有機発光層／透明電極モード光及びベース基板モード光のみである。反射構造
を製造しないと、有機発光層３から発せられた光線のうちエスケープコーンＡ１内の光線
のみが出射モード光になることができる。反射構造を製造した後、有機発光層／透明電極
モード光は、まず有機発光層３及び透明電極１（即ち、陽極）の端末で画素画定層６に入
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射してから、画素画定層６内を伝送して反射層７に入射して反射転向を経て、転向された
後、一部の光線はエスケープコーンＡ２に入射して出射モード光になり、ＯＬＥＤ表示素
子の出光効率を向上させることができる。
【００５０】
　図６及び図７に示すように、本実施例は、ベース基板１に薄膜トランジスタアレイ層５
を形成した後、フォトリソグラフィ工程を一回追加して、サブ画素の周辺領域の薄膜トラ
ンジスタアレイ層５を除去する。表示基板の最後の一回又は数回のフォトリソグラフィ工
程（通常、ビアホール製造のフォトリソグラフィ工程）を利用して同期的にサブ画素の周
辺領域の薄膜トランジスタアレイ層５を除去してから、常規の工程フローに従って画素画
定層６及びその上の他の膜層を形成しても良い。
【００５１】
　幾つかの選択可能な実施例において、図８に示すように、サブ画素を取り囲む領域にベ
ース基板１に位置する画素画定層６が形成され、サブ画素の周辺領域に薄膜トランジスタ
アレイ層５が更に設置され、サブ画素を取り囲む領域の画素画定層６と薄膜トランジスタ
アレイ層５とからなる積層構造に溝構造が形成され、溝構造の深さは画素画定層６と薄膜
トランジスタアレイ層５の厚さの和に等しい。溝構造の側壁に反射層７が形成され、溝構
造の画素画定層６に対応する部分の側壁勾配角θ１及び溝構造の薄膜トランジスタアレイ
層５に対応する部分の側壁勾配角θ２は、画素画定層及び薄膜トランジスタアレイ層内の
ウェーブガイドモード光が反射転向を経た後、できるだけ多くの部分がエスケープコーン
Ａ２及びＡ３に入射して出射モード光になる原理に従って選び取られる。具体的に、膜層
内のウェーブガイドモード光の分布及び材料の光学特性（主に、屈折率）に基づいてそれ
ぞれ値を取って良い。ここで、注意すべきことは、ウェーブガイド光線の平面ウェーブガ
イドにおける伝播は、上下二つの界面で波形に類似した形態で反射伝播されるものである
ため、反射面に投射された時の角度は水平でなく、一定の仰俯角度を持つ。ここで、θ１
、θ２の具体的な数値は、当業者により仰俯角度、異なる光の波長、ウェーブガイドの厚
さ、ウェーブガイド媒体及び隣接する媒体の反射面の波損失等のパラメーターに基づいて
、幾何公式を利用して算出できるが、一般的には、４５度以下である。例えば、ＰＤＬ層
において、θ１は３０～３５度であって良い。
【００５２】
　反射構造を製造しないと、有機発光層３から発せられた光線のうちエスケープコーンＡ
１内の光線のみが出射モード光になることができる。反射構造を製造した後、有機発光層
／透明電極モード光は、まず有機発光層３及び透明電極１（即ち、陽極）の端末で画素画
定層６に入射してから、画素画定層６内を伝送して反射層７に入射して反射転向を経て、
転向された後、一部の光線はエスケープコーンＡ２に入射して出射モード光になる。同様
に、薄膜トランジスタアレイ層５におけるウェーブガイドモード光は反射層７に伝送され
て反射転向を経、転向された後、一部の光線はエスケープコーンＡ３に入射して出射モー
ド光になり、これにより、ＯＬＥＤ表示素子の出光効率を向上させることができる。
【００５３】
　図９に示すように、表示基板を製造する時、まず、ベース基板１に薄膜トランジスタア
レイ層５を形成する。図１０に示すように、薄膜トランジスタアレイ層５の工程が完了し
た後、フォトリソグラフィ工程を一回追加して、画素発光領域の周辺の薄膜トランジスタ
アレイ層５を除去する。表示基板の最後の一回又は数回のフォトリソグラフィ工程（通常
、ビアホール製造）を利用して同期的に相応する領域の薄膜トランジスタアレイ層５を除
去しても良い。図１１に示すように、以後、透明電極２を形成する。図１２に示すように
、フォトリソグラフィ工程を通じて画素画定層６のパターンを形成する。
【００５４】
　図１３及び図１４に示すように、画素画定層６の溝構造が形成された後、画素画定層６
及び透明電極２をマスクとして、エッチング工程を追加して画素発光領域の外周辺の薄膜
トランジスタアレイ層５を除去しても良い。このような方法を採用して、画素画定層６の
溝構造と薄膜トランジスタアレイ層５の溝構造とが自己整列され、反射界面の形状の全体
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的な制御及び反射特性の改善に有利である。
【００５５】
　図１５に示すように、以後、画素発光領域に機発光層３を形成するが、印刷又は蒸着の
方式により機発光層３を形成して良い。図１６に示すように、蒸着反射金属の層全体に同
時に反射電極４及び反射層７を形成し、溝構造の側壁に落ちる反射金属は自然的に反射層
７を形成する。
【００５６】
　幾つかの選択可能な実施例において、図１７に示すように、サブ画素を取り囲む領域は
、ベース基板に位置する薄膜トランジスタアレイ層５と、薄膜トランジスタアレイ層５に
位置する画素画定層６とが形成され、溝構造がサブ画素を取り囲む領域のベース基板１と
薄膜トランジスタアレイ層５と画素画定層６とからなる積層構造に形成され、溝構造の深
さは、画素画定層６と薄膜トランジスタアレイ層５と一部のベース基板１の厚さの和に等
しく、即ち、溝構造はベース基板１内に一定深さまで延長する。溝構造の側壁に反射層７
が形成され、溝構造の画素画定層６に対応する部分の側壁勾配角、溝構造の薄膜トランジ
スタアレイ層５に対応する部分の側壁勾配角及び溝構造のベース基板１に対応する部分の
側壁勾配角は、画素画定層、ベース基板及び薄膜トランジスタアレイ層内のウェーブガイ
ドモード光が反射転向を経た後、できるだけ多くの部分がエスケープコーンＡ２及びＡ３
に入射して出射モード光になる原理に従って選び取られる。具体的に、膜層内のウェーブ
ガイドモード光の分布及び材料の光学特性（主に、屈折率）に基づいてそれぞれ値を取っ
て良い。
【００５７】
　エッチング工程の特徴を考慮して、薄膜トランジスタアレイ層５において、側壁の底端
はベース基板１の表面の勾配に対して溝構造の側壁の主体部分と揃い難く、一つの過渡弧
面を形成しやすい。このため、溝構造をベース基板内まで延長させるのは、溝構造全体の
側壁における反射層７の整列性を維持するのに有利であり、反射効果を確保する。また、
ベース基板１まで延長し入った部分の反射層７は、さらに一部のベース基板モードのウェ
ーブガイドモード光に対して反射転向の役割を果たすことができ、出射光を増やす役割が
ある。
【００５８】
　図１８に示すように、一部の薄膜トランジスタアレイ層５を除去するエッチング工程の
後、薄膜トランジスタアレイ層５をマスクとし、ベース基板エッチング工程を追加して、
溝構造がベース基板１に延長し入るようにする。
【００５９】
　幾つかの選択可能な実施例において、図１９に示すように、サブ画素を取り囲む領域に
ベース基板１に位置する画素画定層６が形成され、サブ画素を取り囲む領域に薄膜トラン
ジスタアレイ層５が設置されず、サブ画素を取り囲む領域の画素画定層６に溝構造が形成
され、溝構造の深さは画素画定層６と薄膜トランジスタアレイ層５の厚さの和に等しい。
溝構造の側壁に反射層７が形成され、溝構造の側壁勾配角は、画素画定層及び薄膜トラン
ジスタアレイ層内のウェーブガイドモード光が反射転向を経た後、できるだけ多くの部分
がエスケープコーンＡ２及びＡ３に入射して出射モード光になる原理に従って選び取られ
る。具体的に、膜層内のウェーブガイドモード光の分布及び材料の光学特性（主に、屈折
率）に基づいてそれぞれ値を取って良い。
【００６０】
　反射構造を製造しないと、有機発光層３から発せられた光線のうちエスケープコーンＡ
１内の光線のみが出射モード光になることができる。反射構造を製造した後、有機発光層
／透明電極モード光は、まず有機発光層３及び透明電極１（即ち、陽極）の端末で画素画
定層６に入射してから、画素画定層６内を伝送して反射層７に入射して反射転向を経て、
転向された後、一部の光線はエスケープコーンＡ２に入射して出射モード光になる。同様
に、薄膜トランジスタアレイ層５におけるウェーブガイドモード光は反射層７に伝送され
て反射転向を経て、転向された後、一部の光線はエスケープコーンＡ３に入射して出射モ
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ード光になり、これにより、ＯＬＥＤ表示素子の出光効率を向上させることができる。
【００６１】
　本実施例は、ベース基板１に薄膜トランジスタアレイ層５を形成した後、フォトリソグ
ラフィ工程を一回追加して、サブ画素を取り囲む領域の薄膜トランジスタアレイ層５を除
去する。表示基板の最後の一回又は数回のフォトリソグラフィ工程（通常、ビアホール製
造のフォトリソグラフィ工程）を利用して同期的にサブ画素を取り囲む領域の薄膜トラン
ジスタアレイ層５を除去してから、常規の工程フローに従って画素画定層６及びその上の
他の膜層を形成しても良い。
【００６２】
　本開示の上記の実施例に係る表示基板の有機発光層は、いずれも（サブ）画素によって
分立された局所膜層であって、ＦＭＭ（ファイン金属マスク板）蒸着又は印刷方式により
実現されることができる。従来技術の条件下では、主流ＦＭＭ蒸着工程のコスト及び収率
の問題が原因で、できるだけＦＭＭ工程技術を必要とするパターン化位置合わせ蒸着を回
避する傾向がある。
【００６３】
　もう一つの方式として、一部の有機発光層のみ（サブ）画素によって整列される局所パ
ターンを採用して膜層を製造する。図２０及び図２１に示すように、残りは表示領域全体
が一体に蒸着されて膜層全体を製造する。電子及び正孔の注入層及び輸送層は一体に蒸着
されるが、異なる色のサブ画素の有機発光材料層は、ＦＭＭ技術を利用してサブ画素によ
って整列させて局所パターンの膜層をそれぞれ製造する。図２１に示すように、画素画定
層６により画定された画素開口領域のみに電流（有機発光層３における黒い線）が通過し
て発光する。
【００６４】
　上記の二つの場合における有機膜層全体は、工程フロー上、反射層７より先に画素画定
層６又は画素画定層６＋薄膜トランジスタアレイ層５における溝構造の側壁に沈積される
。このように、厳密に言うと、側壁における反射界面は、反射層７と画素画定層６又は薄
膜トランジスタアレイ層５との界面ではなくて、側壁の位置の有機発光層３と反射層７と
の界面である。有機発光層３は、透明で且つ屈折率が画素画定層６に近いため、本開示の
技術を適用する面において、列挙された実施例と光学的に相違ないので、特に説明しない
ことにする。
【００６５】
　逆向き（ｉｎｖｅｒｔｅｄ）ＢＥモードのＯＬＥＤ素子にとって言えば、即ち、ベース
基板から上向きの順序に従って言うと、順に透明陰極、有機発光層（複数層であって良い
）、反射陽極である。現在、逆向き素子工程上、まだ成熟しておらず、主な問題点として
、陰極（ＩＴＯを多く採用）がスパッタリング工程を採用して膜を形成する過程は有機発
光層に損傷を与えるため、まだ量産に応用されていない。逆向き素子技術が成熟すると、
ＢＥモードの逆向きボトムエミッション型のＯＬＥＤディスプレイにとって言えば、本開
示に記載の発光層は、反射陽極と同一回のフォトリソグラフィ工程を採用して同期的に形
成されても良い。
【００６６】
　別途に画定されない限り、本開示で使用される技術用語又は科学用語は、本開示の所属
する分野における通常の知識を有する者により理解される通常の意味であるべきである。
本開示で使用される「第１」、「第２」及び類似した語句はいかなる順序、数量又は重要
性も表さず、単に異なる構成部分を区別するために用いられる。「含む」又は「包含」等
の類似した語句は、当該単語の前に現れた素子又は物件が当該単語の後に現れた列挙され
た素子又は物件及びその均等物をカバーすることを意味するものであり、他の素子又は物
件を排除するものではない。「接続」又は「互いに接続」等の類似した語句は必ずしも物
理的又は機械的接続に限定されものではなく、直接又は間接的な電気的接続を含み得る。
「上」、「下」、「左」、「右」等は相対位置関係を表すためのみに用いられ、説明され
る対象の絶対位置が変更された後、当該相対位置関係もそれに従って変更されることが可
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能である。
【００６７】
　理解できることは、層、膜、領域又は基板のような素子が別の素子の「上」又は「下」
に位置すると言及された時、当該素子は別の素子の「直上」又は「直下」に位置すること
が可能であり、或いは、中間素子が存在することも可能である。
【００６８】
上記のものは本開示の好ましい実施形態である。注意すべきことは、本技術分野における
通常の知識を有する者にとって、本開示に記載の原理を逸脱しない前提で、さらに、若干
の改良及び潤飾を更に行うことができ、これらの改良及び潤飾も本開示の保護範囲内であ
るとみなされるべきである。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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